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Vynélez se tyxéd zpusobu dpravy epitaxni vrstvy pired mé&fenim
epitaxni struktury indiumfosfidu metodou sniméni charakteristik,
kapacita-ngp&ti na pPechodu Schottkyho pirechodu pomocd rtufové
sondy. )

V praxi se pro zji¥fovéni profilu koncentrace aktivnich
piimési ve struxtufe polovodidd kfemiku a galiumarsenidu pouZivé
standardni metoda sniméni charaxteristix "xapacita-nap&ti”, tav,
metoda C=V méfeni na Scnottiyho prechodu pomoci rtufové sondy. Uve=
deriou metodu je obtf{Zné aplikovat na polovodid indiumfosfid, nebof
méd mslou 3iFku zaxkdzaného pésu, Problém se rfedi vytvorenim struxtu=-
ry obsahujici sériovou sombinaci sovu-dielextrisa polovodile, tzv.
struatury KIS, ¢imZ se zvysi potencidlni bariéra a méreni epitaxniy
struktury lze provést stancartni metodou C-V. Potrebrou izolaéni
vrstvu lze vytvoPit oxidaci povrchu epitaxni struxtury indiumfosfi=-
du béhem nésolisahodinové expozice povrchu epitaxni vrstvy oxolni
atmosférou nebo porotenim epitaxni vrstvy na dobu del3i nez dve
minuty do ¢tyrprocentrniho leptaciho roztoku bromevmetanclu s ndsle=
dovnym nékolixandsobnym mytim v redestilované vod& a suenim. Nevy=-
hodou prvni metody je dlouhd doba trvdni oxidace povrchu epitaxni
struktury, nevyhodou druhé metody je nutnost pouZiti roztoku bromu ‘
v metanolu, pridemZ brom neni levnéd ani b&Zné dostupnd chemikdlie i
a metanol Jje ve smyslu vyhld3ky o jedech prudce jedovaty., Uvedeny |
roztok je nestdly e prudce té&kavy, unikaj{ z né&j do vzduchu zdravi |
5kodlivé vypary, a proto prdce s nim vyZaduje zavedeni nezbytnych
bezped&nostnich opatfeni a krom& toho je nutnd jeJ pripravit krétce
pred kaédym mé¥enim, Dald3i nevyhodou je, Ze pri operaci leptdni
a né&kolikandsobném myt{ povrchu xrehkych indiumfosidovych struktur
pFi Zi3tén{ od leptadel dochdz{ k dsteénému Ubéru epitaxni vrstvy,
¢imZ se podstatné zhor3uje xvelita povrchu epitaxni struktury,
a tim také presnost méreni.
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Uvedené nevyhody z velké ¥4sti odstranuje zpisob dpravy
epitaxni strukiury indiumfosfidu pied jejim mérenim metodou sni-
méni charakteristik kapacite~-nap&ti{ na Schottxyho piechodu pomo=-
ci rtufové sondy podle vyndlezu, jeho% podstata spodivd v tom,

Ye se substrét s nanesenou epitaxni strukturou netypu vodivosti
pono¥{ do redestilovené vody, zahfaté na bod varu po dobu lat 2
minut, , -

Vyhodou zpdsobu dpravy epitaxni vrstvy podle vyndlezu oproti
prvni v popisu stavu techniky uvedené metodé je vyznadné sniZeni
gasovych ztrdt pred meéfenim, Vyhodou oproti druhé uvederné metode
je predeviim zlepSeni presnosti a reprodusovetelnosti vysledkd
'm&teni epitaxni struktury. Zéroven, protoZe odpadeji operace lep=-
téni a nékolikandsobného myti povrchu xiehkych indiumfosfidovych
struktur pri &isteni od leptaedel & nedochdzi k udbéru povrchu epi-
taxni vfsivy, zQstévé zachovén kvalitni povrch epitaxni strustury,
na s«terém znalrnou mérou zdvisi kvalita mikrovimnnych prvsd, z ni
vyrdbénych, Dald{ vyhodou je, Ze varici redestilované voda Jjako
pouZity oxidaedni prostredek odstranuje potfebu zavédét zvlédtni
bezpeénostni opatfeni,

Zplisob prikladového provedeni Upravy epitaxni vrsivy pred meé=-
fenim epitaxni struxtury bude popsén na vzorau substrdtu indium=-
fosfidu s nenesenou epitaxni struxturou n-=typu vodivosti, uréeného
k m&feni profilu xoncentrace sktivnich pfimési do struktury indium=-
fosfidu a tloustky epitaxni strustury. Vzorex se vloZi do teflonové-
ho dr2éku, ktery se ponorf do zahiivené kédingy s vafici redestilo-
" vanou vodou na dobu 1 a% 2 minut, b&hem ni% varici vodou uvolnovany
kyslik reaguje s indiem a fosforem epitaxni strﬁhtury a vytvari na
povrchu epitaxni vrstvy izoladéni vrstvu kysliénisu india a kysliéni-
ku fosforu o tloud¥ce v rozmezi 5 a% 10 . 10™° m. Po uplynuti této
doby se dr%dk se vzorkem substrétu z varici vody vyjme, osudi se
proudem ¢istého dusiky, a tim je pripraven x méreni, Kvalita povrchu
epitaxni strustury pri tomto zplisobu dpravy epitexni vrstvy, na ste~
ré do znadné miry zdvisi reproduxovatelnost m&Feni C-V metodou, zir
stdvé zachovéna.
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Zpisob upravy epitaxni vrstvy pPed mérenim epitaxni struktury
1nd1umfosfldu metodou sniméni charakteristix kapacita-nap&ti na
Schottkyho p¥echodu pomoci rtufové sondy, vyznalujici se tim, Ze
se substréat s nanesenou epitaxni n-strusturou n-typu vodivosti
ponof{ do redestilované vody,zahrété na bod varu po dobu jedné aiZ

dvou minut.
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